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ВИСНОВКИ
Розробленофізичніосновиуправлінняелектронноюспіновоюдинамікою
локалізованихцентрівіносіївзарядунагетерофазнихмежахуквантовихямах
надефектахструктуривтрьохгрупахнапівпровідниковихструктурαЦе
дозволиловирішитиважливупроблемувстановленнявзаємозвязку
електроннихпроцесівзядерноюспіновоюдинамікоювнапівпровідникових
гетероструктурахприродногоіштучногопоходженняНайважливішими
отриманимирезультатамиє
Виявленомагнітнийізотопнийефектвкристалахкремніюзбагаченого
ізотопомВстановленоспінзалежниймеханізмприскоренняхімічної
реакціїтриплетногокиснюзкремніємнаповерхнікристалів
якийполягаєуфракціонуваннімагнітнихінемагнітних

ядеркремніювпроцесійогоокисненнязарахунокзовнішнього
магнітногополяабонадтонкоївзаємодіїнеспареногоелектроназ
магнітнимядромВстановленоумовипластичноїдеформація
кристалівзгиномістисканнямприякихзмінюєтьсяпрофіль
розподілуізотопіввприповерхневихшарахунаслідокспінзалежногоокисненнятависхідноїдифузіївполімеханічних
напружень
Деформаціякристалівприводитьдопоявиновихпарамагнітних
центрівспектриЕПРякиханізотропнійволодіютьзначноюшириною
докЕлініїзанихвідповідаютьобміннопов’язанікластери
триплетногокиснюзіспіномякіувійшливприповерхневішарипри
високотемпературнійпластичнійдеформаціїіякіберутьучастьуспінзалежнихреакціяхІснуваннянемонотонноїтемпературноїзалежностів
кристалахприТКмагнітногомоментуМімагнітної
сприйнятливостіχкорелюєздислокаційноюлюмінесценцієюобумовлено
існуваннямантиферомагнітноївзаємодіїміжпарамагнітнимицентрамина
дислокаціях

СигналЯМРуширюєтьсязізбільшеннямконцентраціїмагнітних
ядеріпризводитьдопоявидублетуПейказмаксимумамиі
ШириналінійсигналуЯМРзалежитьвідкристалографічної
орієнтаціїзразкащодомагнітногополяспектрометраіпояснюється
ядерноюдипольноювзаємодієюміжсусіднімиядернимиспінами
якізустрічаютьсязймовірністювсусідніхвузлахкристалічної
решіткиНайбільшсильнадипольдипольнавзаємодіяміждвома
ядернимиспінамимаємісцеколивідстаньміжнимипаралельнаполюН
ПластичнадеформаціязгиномневпливаєнаширинулініїЯМР
ВстановленощопідвищеннятемпературивідКдоКпризводить
дозміникінетикирелаксаціїнасиченоїядерноїспіновоїсистемивід
степеневогозаконудосуперпозиціїстепеневогоіекспоненціальногояка
обумовленапереходомвідпрямоїелектронноядерноївзаємодіїз
неодноріднорозподіленимипарамагнітнимицентрамивведенимипри
пластичнійдеформаціїкристалівдоядерноїспіновоїдифузіїта
електронноядерноївзаємодіїзакцепторноюдомішкою
Залежністьмагнітногомоментунасиченнякластеріввід
концентраціїдірокприсм
обумовленазміноюположення
верхньоїмежіпідзониелектронівврезультатіформуваннябарєру
ШотткінакордонііПриконцентраціяхдіроксм
електрониможутьпроникатичерезбарєрШотткіімагнітний
моментнасиченняперестаєзалежативідконцентраціїдіроку
матриціЛогнормальнийрозподілферомагнітнихкластерівза
розмірамивідповідаєширокомурозподілуенергетичнихбарєрів
перемагнічуваннякластерівзависотоюабожделокалізацієюносіїв
зарядуякіконтролюютьтемпературублокуваннякластерівВстановлено
впливносіївзарядувматрицінаферомагнетизмкластерівпри
якомутемпературназалежністьпровідностінапостійномуструміплівокдобреописуєтьсясумоювкладівтунельноїістрибкової
провідностіздвомалокалізованимицентрами

Підтвердженоможливістьрегулюванняівизначенняконцентрації
електронівіступіньїхньоїспіновоїполяризаціїзадопомогоюсвітлав
гетероструктурахзквантовоюямою
Ступіньполяризаціїфотолюмінесценціїслідуєваріаціямнамагніченості
δшарупризмінітемпературиіорієнтаціїпідкладки
Механізмнамагнічуваннязалежитьвідорієнтаціїδшаруі
описуєтьсязакономБлохаабоперколяційнимферомагнетизмом
Показанощовмонокристалах·локалізаціяносіїв
зарядупризводитьдонемонотонноїзалежностіпитомогоелектричного
опоруімагнітногомоментуобумовленихконкуренцієюделокалізованих
іневзаємодійнихлокалізованихдірокатакожтихносіївзарядуякі
повязаніобмінноювзаємодієювантиферомагнітнихвключеннях
Виявленозмінуспектраенергійелектроніввалентноїзонипоблизурівня
Фермііпоявутонкоїструктуривультрафіолетовихфотоелектронних
спектрахпридосягненнітемпературилокалізаціїносіївзарядуПри
температуріКспівіснуютьдвімагнітніфазиантиферомагнітні
включеннящоєцентрамилокалізаціїносіївзарядудірокіпарамагнітні
центриізольованілокалізованідіркиВзаємодіяміж
антиферомагнітнимивключеннямиіпарамагнітнимицентрамисвідчить
просильніелектронелектроннікореляціївтакихструктурах
УмонокристалахαзізотопнимзаміщеннямСнаС
надейтерійпритемпературахТспостерігається
температурнийгістерезисфакторівширинилінійсигналуЕПР
магнітноїсприйнятливостіІзотопнезаміщенняпризводитьдозсуву
температурилокалізаціїносіївзарядуГоловноюпричиноюцихзмінє
змінаступенявпорядкованостіврозподіліізотопівЛокалізаціяносіїв
зарядувα’супроводжуєтьсярізкимизмінамипараметрів
ЕПРспектраінтегральноїінтенсивностіфактораіширинилініїПри
цьомуформалініїіїїанізотропіянезмінюютьсявпроцесілокалізації
носіївзарядуврегулярнихпозиціяхелементарноїкомірки
 (
6
)
 (
12
)
